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1. 背景 

近年、CVD (Chemical Vapor Deposition)法を用いたグラフェンの作製が多数報告されてい

る。このうち、プラズマ CVD法は、比較的低温で成膜速度が速く、大面積で成膜可能であ

るが、イオン衝撃や炭素源前駆体の供給過多により 2 次核発生し易く、結晶性改善が課題

である。本研究では、誘導結合プラズマのアフターグローを用いたグラフェンの作製にお

いてニッケル・銅箔などの基板に供給される炭素量の制御やイオン衝撃の影響を減らすこ

とで、グラフェンの結晶性向上と層数制御を試みた。 

2. 実験方法 

本研究で用いた誘導結合プラズマ CVD 装置概略図を図 1 に示す。原料ガスには、メタン

（CH4）と水素（H2）を用いた。銅箔にはNilaco 0.010×100×300 mmを使用し、作製時間

は 5分とした。また、高周波電力(13.56MHz)を 200, 400 wで実施し、作製したグラフェン

の評価を行った。 

3. 結果 

基板温度 650 ˚C で銅箔上に 5分成長させたグラフェンのラマンスペクトルを図 2に示す。

Gバンド（1580 cm-1）、2Dバンド（2700cm-1付近）と Dバンド (1350cm-1) のピークが観

測された。特に 400 wの時の結果から Gバンドに比べて鋭い 2Dバンドピークが見られる

ため 1~2層のグラフェンと推測される。さらに Dバンドピークも減少していることから結

晶性も改善されたと考えられる。これらの結果から出力の増減はグラフェンの層数を減ら

すのに有効であるということが示唆される。 

Fig.2 Raman spectra of graphene-based 

films grown on Cu 

Fig.1 Schematic of CVD system using 

    remote plasma  
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